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内容概要

本书从材料、器件、工艺和电路角度系统地介绍SOI CMOS技术。
全书共分8章，从SOI材料的主要制备技术以及表征技术开始，详细分析和阐述SOI MOS器件的主要基
本特性和物理效应，包括浮体效应、短沟效应、窄沟效应、边缘效应、热载流子效应、自加热效应以
及器件的瞬态特性、噪声特性和抗辐射特性等；然后从定量分析的角度介绍器件的理论模型；介
绍SOI CMOS工艺制备技术以及一些很有潜力的新型SOI器件；最后重点介绍SOI CMOS电路应用，包
括SOI微处理器电路、数模混合信号电路、射频集成电路、存储器电路以及高温高压SOI电路等。
本书取材新颖，涵盖了SOI CMOS技术的基本知识和最新进展。
    本书可作为微电子专业的研究生和高年级本科生以及专业技术人员的重要参考书，也可以作为信息
领域其他专业的学生和相关科研人员、工程技术人员的重要参考资料。
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